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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Технологічні основи вирощування лужногалоїдних сцинтиляційних монокристалів із розплавів зі змінною
геометрією вільної поверхні.

2. Technological foundations of growing of alkali halide scintillation single crystals from the melts with changing
geometry of the free surface.

Реферат:
1. Обєкт дослідження. Фізичні і хімічні процеси, які лежать в основі вирощування великогабаритних
сцинтиляційних лужногалоїдних кристалів. Мета досліджень. Розробка принципів і технологічних основ
одержання ве-ликогабаритних сцинтиляційних кристалів, в створенні принципово нових
високопродуктивних технологічних процесів вирощування кристалів. Методи дослідження та апаратура.
Оптичні та електрохімічні методи. Неcтандартні методи та апаратура для вирощування та дослідження
кристалів. Теоретичні та практичні результати, новизна. Розроблено принципи нового автоматизованого
методу вирощування лужногалоїдних монокристалів великого діаметра з розплаву зі змінною геометрією
його вільної поверхні в тиглях змінного перетину. Мінімізація вільної поверхні розплаву дозволила
автоматизувати стадію радіального росту і досягти рівномірного розподілу леткого активатора по всьому



об'єму кристала. Розроблено технологічні процеси вирощування радіаційно-стійких і фото стійких
сцинтиляційних кристалів. Ступінь впровадження. Нові технологічні процеси та ростове обладнання
впроваджено в дослідне виробництво НТК "Інститут монокристалів". Галузь використання. Ядерне медичне
приладобудування, експериментальна фізика високих енергій, моніторинг навколишнього середовища.

2. Research subject: Physical and chemical processes of a new method of growing of the large alkali halide
scintillation crystals. Research goal: To develop the principles and technological foundations, new highly efficient
technological processes and the required equipment for growing the large scintillation crystals. Research methods
and devices: Optical and electrochemical methods. Nonstandard methods and devices for growing and research of
large crystals. Theoretical and practical results, novelty: The principles of a new automated method for growing of
the large diameter alkali halide crystals from the melt with changing geometry of it free surface in the variable
section crucibles have been developed. Minimization of the free surface of the melt has allowed to automatize the
stage of the radial growth and achieve an even distribution of the volatile activator throughout the whole volume
of the crystal. The new technological processes of the growing of the radiation- and photo-resistant
scintillationcrystals have been devel-oped, using these principles. Stage of implementation: New technological
processes and growing equipment have been introduced in the experimental production of NTK "Institute for
Single Crystals". Field of application: Hi-tech nuclear and medical equipment manufacturing, experimental high
energy physics, and monitoring of the environment.
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